LES MEMOIRES DE

La plupart des articles parus dans la presse traitent des
mémoires classigues telles que RAM dynamiques, RAM
statiques ou REPROM ; en revanche, les RAM CMOS
statiques et les EEPROM sont moins connues et
pourtant davantage performantes.

Parmi les diverses fonctions réali-
sables par ces mémoires spécia-
les, on peut citer trois exemples
typiques d’application.

La sauvegarde des données
dans les systémes a
microprocesseurs

¢ en situation de veille
(stand by),

* pendant de courtes coupures
d’alimentation,

* pendant des coupures d’alimen-
tation, prévues et proiongées.

Dans les systémes a micro-
ordinateurs monochips

* en mémoire additionnelle pour
des données renouvelables pério-
diquement {prix du litre dans les
pompes a essence, numéros de
téléphone les plus usités sur les
postes haut de gamme, etc.},

* pour la sauvegarde des don-
nées, lorsque le micro-ordinateur
n’est pas prévu pour fonctionner
en veille, mais que le systéme
doit en étre capable.
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Dans les systémes de
commande et de régulation

¢ dans le cas d’'un comportement
défini en cas de coupure de |ali-
mentation et & la remise en
route ; ce qui est important au
point de vue de la sécurité.

Caractéristiques générales

La caractéristique essentielle de
ce type de mémoire est de per-
mettre un raccordement simple
aux micro-processeurs et micro-
ordinateurs du marché, sans cir-
cuits supplémentaires, au moyen
d’un bus paralléle ou série avec :
¢ un interfacage complet sur le
chip,

* une sélection simple du chip et
du mode d’écriture, de lecture, ou
de contréle,

¢ des niveaux logiques et une ra-
pidité adaptée aux microproces-
seurs CMOS du marché,

¢ une limitation de la puissance
dissipée a |’état de veille, méme
si certaines broches sont a des ni-.
veaux logiques quelconques ou
indéfinis.

Les nouvelles mémoires présen-
tées par Siemens satisfont a ces
caractéristiques qui sont résu-
mées dans le tableau ci-aprés.

Caractéristiques des RAM
statiques CMOS 256 x 8
bits SAB 81 C 50 et SAB
81 C 51

Ces RAM statiques CMOS sont
organisées en 256 mots de 8
bits. Le bus multiplexé d'adresses
et de données permet un interfa-
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Fig. 1 : Application du
SABBIC50P

cage direct avec les microproces-
seurs et micro-ardinateurs 8 bits,
tels que les SAB 8085, SAB
8086, SAB 8088, SAB 8048,
SAB 80 C 48, SAB 8051 et SAB
80 C 482.

La faible dissipation en veille (1
#A) minimise les besoins d’ali-
mentation du systéme.

Ces mémoires autorisent une
large plage de tension d’alimenta-
tion, de 2,5 V a 6 V en fonction-
nement narmal. Ce qui est impor-
tant, c'est qu’elles conservent les
données tant que cette tension ne
descend pas au-dessous de 1 V.
La seule différence entre le SAB
81 C 50 et le SAB 81 C 51 ré-
side dans la sélection du boftier :
CS pour le premier et CS pour le
second.

Applications :

La figure 1 donne le schéma d'un
poste téléphonique haut de
gamme. Le micro-ordinateur SAB
80 C 482 est dérivé du SAB
8042 dont il a I'architecture et le
jeu d’instructions. Réalisé en
technologie CMOS avancée, il
permet la réalisation d'un poste a
faible consommation, avec inter-
rogation directe du clavier jusqu’a
128 touches, sans circuit intégré
supplémentaire.

Ces circuits intégrés trouvent des
applications dans les instruments
de mesure portatifs, les ordina-
teurs de bord, les terminaux por-
tables, les téléphones sans fils,
etc.

Caractéristiques des RAM
statiques CMOS 256 x

8 bits SAB81 C 52 P,
SAE81C52P et
SAE81C5H2G

Ces mémoires RAM statiques de
2 048 bits sont organisées en
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256 mots de 8 bits. Le bus multi-
plexé d’adresses et de données
permet un interfacage direct avec
les microprocesseurs et micro-or-
dinateurs 8 bits NMOS tels que
les SAB 8085, SAB 8088, SAB
8048, SAB 8051, SAB 80515...
Toutes les entrées ainsi que les
sorties sont compatibles NMOS a
'exception de CS1. Le 81 C52 P
dispose de trois entrées différen-
tes pour deux modes de sélection
gui permettent une validation,
soit des lignes d’adresses, soit
des lignes de données (ADO...
AB7) et des lignes de contrdle RB
et WR.

Les différentes références corres-
pondent & des boitiers ou 3 des
gammes de températures diffé-
rentes :

SAB 81 C 52 P - température
0°C & 70°C, boitier DIP 16,

SAE 81 C 52 P - température —
40°C 3 + 85°C, boitier DIP 16,

SAE 81 C 52 G - température —
40°C a + 85°C, boitier SO 20.

Application

La figure 2 montre la simplicité de
branchement d’'une mémoire SAB
81 C 52 P avec un micro-ordina-
teur SAB 8051.

Caractéristiques des mémoires spéciales Siemens

Caractéristiques des
mémoires EEPROM de 1
kbits SDA 2506, SDA 216
et 2 kbits SDA 2526

Les REPROM, E* PROM ou EE-
PROM sont des mémoires réins-
criptibles dont I'effacement se
fait par application d’une tension
électrique et non par insolation
aux UV,

Ainsi, ces mémoires permettent
un effacement sélectif, suivi de la
réinscription d’'un octet particu-
lier, sans nécessiter un efface-
ment giocbal, comme c’est le cas
pour les REPROM.

La propriété d'effacement sélectif
de ces mémoires constitue le
point fort de ces composants. La
modification de son contenu peut
étre effectuée en temps réel, sans
retirer le boitier de son support.
Les mémoires EEPROM SDA
2506-SDA 2516 de 1 kbit et la
SDA 2526 de 2 kbits sont réali-
sées en technologie NMOS 2
grille flottante. Elles sont organi-
sées respectivement en 128
mots et 256 mots de 8 bits. Dis-
posant d’'une durée de rétention
supérieure a 10 ans, elles permet-
tent plus de 10 000 reprogram-
mations par adresse. Le cycle
d’effacement-écriture est de 10
ms pour le SDA 2506 et de 15
ms pour les SDA 2516 et SDA
2526.

L’accés a ces mémoires s’effec-
tue par bus sériel & 3 lignes
(Clock, Data, CE) pour le SDA
2506 et a 2 lignes (Bus 1?C :
SDA, SCL) pour les mémoires
SDA 2516 et SDA 2526, ce qui
limite la taille de ces boitiers (DIP
8 broches).

SABB1CH50P SARB1CH2P
Types SAEg1C52P SDA 2506 SOA 2516 SOA 2526
SABBICHIP SAE81CH2G
CMOS 4 grille silicium NMOS & grile flotante
Technologie mémoire statique 256 oclets non volatile 128 octets 256 octets
SRAM 2 kbits EEPROM 1 kbit 2 kbits
MultiplexeurDémuluplexeur Sériel par 3 lignes Sériel par 2 lignes
Acces mtégeé par bus de données et octet par octet pour les données
d'adresses paralléles 4 8 bits interface intégré bus 12€
Sauvegarde du Jusqu'aUpp » 1V Sans alimentation pendant 10 ans

contenu de la mémoire

o —

Alimentation 25Vaby 45Vas5V 475Vas25V

Puissance consommée

- normale Max : I mW Max : 2,75 mW 16 mW 42 mW 42 mW
- en veille Max: 6 (W Max: 5,5 W

54




- . P
clavier ! | ;/ |-
‘ |
lrecepe
D I ritin
k ?
TOR 40508 !
| |
e
o I T
oS A .
" | i
b [ o, RAZ
,\nfu‘r
T o8us 1ic
CLam|
—12B

31482y Mgy
1

b
LR
S -

SDA 2080 - 40 - 60 ,hl
(derive du 8051)
P

MARCHE-ARRET

ARRET RECHERCH:

VCR

<12 v

Fig. 3 : Aplication des mémoires EEPROM
pour fa programmation o‘un téléviseur couleur.

Application

La figure 3 donne le schéma
d’'une télécommande de télévi-
seur couleur, avec réception et
décodage des informations.

Les micro-ordinateurs SDA 2080,
SDA 2060 ou SDA 2040 sont
dérivés du SDA 8051 pour cette
application. Les programmes sont
mémorisés dans le SDA 2516
commandé par un bus I2C.

R. BESSON
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